
 

英飞凌EiceDRIVER™ 1ED332xMC12N 增强型单通道 5.7 kV 

(rms) 隔离栅极驱动器 IC (1ED-F3) 

数据手册 

 
具有 DESAT 和软关断功能的单通道 5.7 kV (rms) 隔离栅极驱动器 IC 

 

特性 
• 单通道电气隔离无芯变压器 (CT) 栅极驱动器 
• 集成保护功能，如短路保护 (DESAT)、软关断、有源米勒钳位和主动关闭 
• 适用于 600 V/650 V/1200 V/1700 V/2300 V IGBT、Si 和 SiC MOSFET 
• 典型峰值输出电流高达 +6 A / -8.5 A 
• 40 V 绝对最大输出电源电压VCC2 
• 高共模瞬变抗扰度 CMTI > 300 kV/µs 
• 85 ns 短传播延迟（典型值） 
• 紧密的 IC 到 IC 传播延迟匹配（最大 15 ns） 
• 3.3 V 和 5 V 输入电源电压VCC1 
• 适合在高环境温度下运行以及快速开关应用 
• DSO-16 宽体封装，爬电距离为 8 毫米 
• 安全认证： 

- UL 1577（文件 E311313）， VISO,test = 6840 V (rms)，持续 1 秒， VISO = 5700 V 
(rms)，持续 60 秒 
- 加强绝缘符合 IEC 60747-17 标准（证书编号 40055138）， VIORM = 1767 V
（峰值，加强型） 

潜在应用 
• 工业电机驱动器 - 紧凑型、标准型、高级型、伺服驱动器 
• 太阳能逆变器，例如用于 1500 V（直流）系统 
• UPS 系统 
• 高压DC-DC变换器及DC-AC逆变器 
• 焊接 
• 商用和农用车辆 (CAV) 
• 商用空调（CAC） 
• 高压隔离式DC-DC变换器 
• 隔离开关电源 (SMPS) 

产品验证 

符合JEDEC47/20/22相关测试的工业应用要求 
 
 

 
1ED332xMC12N (1ED-F3) 

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。 为确认准确性请
务必访问 infineon.com 参考最新的英文版本（控制文档）。 
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器件信息 

 

器件信息 
 

Product name Gate drive 
current (typ.) 

Outputs UVLO (typ.) Fault switch off Packag
e 
markin
g 

1ED3320MC12N +3.3 A / -6 A OUTH/OUTL 12 V Soft-off 1ED3320MC12 

1ED3321MC12N +6 A / -8.5 A OUTH/OUTL 12 V Soft-off 1ED3321MC12 

1ED3322MC12N +6 A / -8.5 A OUTH/OUTL 13.6 V Hard-off 1ED3322MC12 

1ED3323MC12N +6 A / -8.5 A OUT 12 V Hard-off 1ED3323MC12 

描述 

1ED332xMC12N (1ED-F3) 属于 EiceDRIVER™ 增强型单通道电气隔离栅极驱动器系列，采用 DSO-16 宽体封

装，集成短路保护、有源米勒钳位和主动关闭等保护功能，适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET。这系列

产品的典型输出电流高达 +6 A / -8.5 A。 

所有逻辑引脚均兼容 3.3 V 和 5 V CMOS，可直接连接到微控制器。通过集成无芯变压器 (CT) 技术实现跨电

气隔离的数据传输。 

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/1ed3320mc12n/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/1ed3321mc12n/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/1ed3322mc12n/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/1ed3323mc12n/
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描述 
 

 

图1 1ED332xMC12N的典型应用 
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1 框图 

1 框图 

 

图2 1ED3323MC12N框图 

 

图3 1ED3320MC12N、1ED3321MC12N和1ED3322MC12N框图 



EiceDRIVER™ 1ED332xMC12N 增强型 (1ED-F3) 
数据手册 

数据手册 1.03 
2024-04-17 

7 

  

   

 
 

2 相关链接 

 

2 相关链接 

注： 请为所选功率开关和运行条件考虑栅极驱动器 IC 的功率耗散和绝缘要求。 
 

Product group Product name Description 
TRENCHSTOP™ 

IGBT Discrete 
IKWH40N65WR6 650 V, 40 A IGBT with anti-parallel diode in TO-247-3-HCC 

IHW30N160R5 1600 V, 30 A IGBT Discrete with anti-parallel diode in TO-247 

IKW15N120CS7 1200 V IGBT7 S7, 15 A IGBT with anti-parallel diode in TO247 

IKQ75N120CS7 1200 V IGBT7 S7, 75 A IGBT with anti-parallel diode in TO247-3 

CoolSiC™ SiC 
MOSFET Discrete 

IMBF170R1K0M1 1700 V, 1000 mΩ SiC MOSFET in TO-263-7 with extended creepage 

IMZA120R040M1H 1200 V, 40 mΩ SiC MOSFET in TO247-4 package 

IMZA120R014M1H 1200 V, 14 mΩ SiC MOSFET in TO247-4 package 

IMBG120R030M1H 1200 V, 30 mΩ SiC MOSFET in TO-263-7 package 

IMYH200R012M1H 2000 V, 12 mΩ SiC MOSFET in TO-247-PLUS with high creepage 
and clearance 

CoolSiC™ SiC 
MOSFET 
Module 

FS33MR12W1M1H_B11 EasyPACK™ 1B 1200 V, 33 mΩ sixpack module 

FF17MR12W1M1H_B11 EasyDUAL™ 1B 1200 V, 17 mΩ half-bridge module 

FF4MR12W2M1H_B11 EasyDUAL™ 2B 1200 V, 4 mΩ half-bridge module 

F4-17MR12W1M1H_B11 EasyPACK™ 1B 1200 V, 17 mΩ fourpack module 
TRENCHSTOP™ 

IGBT Modules 
F4-100R17N3E4 EconoPACK™ 3 1700 V, 100 A fourpack IGBT module 

F4-200R17N3E4 EconoPACK™ 3 1700 V, 200 A fourpack IGBT module 

FP10R12W1T7_B11 EasyPIM™ 1B 1200 V, 10 A three phase input rectifier PIM IGBT 
module 

FS100R12W2T7_B11 EasyPACK™ 2B 1200 V, 100 A sixpack IGBT module 

FP150R12KT4_B11 EconoPIM™ 3 1200V three-phase PIM IGBT module 

FS200R12KT4R_B11 EconoPACK™ 3 1200 V, 200 A sixpack IGBT module 

表1 评估板 
 

Part number Description 
EVAL-1ED3321MC12N Half-bridge evaluation board for 1ED3321MC12N 

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-discretes/ikwh40n65wr6/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-discretes/ihw30n160r5/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-discretes/ikw15n120cs7/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-discretes/ikq75n120cs7/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/discretes/imbf170r1k0m1/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/discretes/imza120r040m1h/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/discretes/imza120r014m1h/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/discretes/imbg120r030m1h/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/discretes/imyh200r012m1h/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/modules/fs33mr12w1m1h_b11/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/modules/ff17mr12w1m1h_b11/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/modules/ff4mr12w2m1h_b11/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/modules/f4-17mr12w1m1h_b11/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-modules/f4-100r17n3e4/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-modules/f4-200r17n3e4/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-modules/fp10r12w1t7_b11/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-modules/fs100r12w2t7_b11/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-modules/fp150r12kt4_b11/
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-modules/fs200r12kt4r_b11/
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval-1ed3321mc12n/
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3 引脚配置和功能 

3 引脚配置和功能 

3.1 引脚配置 
表2 1ED3323MC12N公共输出引脚配置 

 

Pin No. Name Function 

1 VEE2 Negative power supply output side 

2 DESAT Short circuit protection (Desaturation) 

3 GND2 Signal ground output side 

4 NC Not connected 

5 VCC2 Positive power supply output side 

6 OUT Driver charge / discharge output 

7 CLAMP Miller clamp 

8 VEE2 Negative power supply output side 

9 GND1 Ground input side 

10 IN+ Non-inverting driver input 

11 IN- Inverting driver input 

12 RDY Ready output 

13 /FLT Fault output, low active 

14 /RST Reset input, low active 

15 VCC1 Positive power supply input side 

16 GND1 Ground input side 

 

图4 DSO-16宽体（顶视图），1ED3323MC12N 
表 3 单独输出引脚配置，1ED3320MC12N、1ED3321MC12N 和 1ED3322MC12N 

 

Pin No. Name Function 

1 VEE2 Negative power supply output side 

（表格续下页……） 
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3 引脚配置和功能 
 
 
表 3 （续）单独输出的引脚配置，1ED3320MC12N、1ED3321MC12N 和 1ED3322MC12N 

 

Pin No. Name Function 

2 DESAT Short circuit protection (Desaturation) 

3 GND2 Signal ground output side 

4 OUTH Driver charge output 

5 VCC2 Positive power supply output side 

6 OUTL Driver discharge output 

7 CLAMP Miller clamp 

8 VEE2 Negative power supply output side 

9 GND1 Ground input side 

10 IN+ Non-inverting driver input 

11 IN- Inverting driver input 

12 RDY Ready output 

13 /FLT Fault output, low active 

14 /RST Reset input, low active 

15 VCC1 Positive power supply input side 

16 GND1 Ground input side 

 

图5 DSO-16宽体（顶视图），1ED3320MC12N，1ED3321MC12N和1ED3322MC12N 

3.2 引脚功能 

GND1 
输入侧的接地。 

IN+同相驱动器输入 
如果IN-设置为低电平，则 IN+  为驱动器输出的控制信号。如果 IN+ 为高电平且 IN- 为低电平，则功率晶体管
导通。 
定义了最小脉冲宽度，以确保IC能够有效抵御IN+上的毛刺。内部下拉电阻确保输出低电平。 
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3 引脚配置和功能 
 

 
IN-反相驱动器输入 

如果IN+设置为高电平， 则IN-  为驱动器输出的控制信号。如果 IN- 为低电平且 IN+ 为高电平，则功率晶体管
导通。 

定义了最小脉冲宽度，以确保IC能够有效抵御IN-端的毛刺干扰。内部上拉电阻确保输出低电平。 

/RST复位输入 

功能 1：启用/关闭输入芯片。如果/RST = 低电平，功率晶体管关闭。定义了最小脉冲宽度，以确保 IC 能够
耐受/RST处的毛刺干扰。 

功能 2：如果 /RST 处于低电平状态并持续 t RST 时间，则复位芯片的 DESAT-FAULT 状态。内部上拉电阻用
于确保  /FLT 状态输出。 

/FLT故障输出 

开漏输出报告功率晶体管的去饱和故障，如果发生去饱和则/FLT为低。 

RDY就绪状态 

开漏输出用于报告器件工作正常。如果两个芯片的电压均高于UVLO电平，且内部芯片传输无故障，则
RDY = 高电平。 

VCC1 

输入芯片的5V或3.3V电源。 

VEE2 

输出芯片的负电源引脚。如果没有负电源电压，则所有VEE2引脚必须连接到GND2 。 

DESAT去饱和检测输入 

监测 IGBT 饱和电压 (VCE)，以检测短路引起的去饱和现象。如果输出OUT或OUTH为高电平， VCE高于规定
值，且消隐时间已过，则去饱和保护功能将激活，IGBT 将关断。消隐时间可通过外部电容调节。 

CLAMP米勒钳位 

 功率晶体管关断后，将栅极电压连接至 VEE2。关断期间，栅极电压受到监控，当栅极电压低于VCLAMP (相
对于 VEE2 )时，钳位输出激活。钳位电路设计用于高达 2 A 的米勒电流。 

GND2参考地 

输出芯片的参考地。 

1ED3320MC12N、1ED3321MC12N 和 1ED3322MC12N 的OUTH驱动器输出 

输出引脚用于对功率晶体管栅极充电。电压切换至 VCC2 。正常工作模式下， OUTH 由 IN+ 、 IN- 和 /RST 
控制 。在错误模式（UVLO、内部错误或 DESAT ）和关闭模式下， OUTH 处于高阻态。 

1ED3320MC12N、1ED3321MC12N 和 1ED3322MC12N 的OUTL驱动器输出 

输出引脚用于对功率晶体管栅极放电。电压切换到VEE2 。在正常工作模式下 
OUTL 由 IN+ 、 IN- 和 /RST 控制。在错误模式（UVLO、内部错误或 DESAT ）下， OUTL 处于开启状态。 
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3 引脚配置和功能 
 

 

1ED3323MC12N 的OUT驱动器输出 

公共输出引脚用于对功率晶体管栅极进行充电和放电。电压切换至 VEE2 。在正常工作模式下， OUT 

由 IN+ 、 IN- 和 /RST 控制。在错误模式（UVLO、内部错误或 DESAT ）和关闭模式下，OUT为低电
平。 

VCC2 

输出侧正电源引脚。 
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4 功能说明 

4 功能说明 

4.1 简介 

1ED332xMC12N 是一种先进的 IGBT 栅极驱动器，也可用于驱动功率 MOSFET 器件。其中包括控制和保护功

能，使得高可靠性系统的设计成为可能。 

该装置由两个电气隔离的芯片组成。输入芯片可直接连接到标准具有 CMOS 输入/输出的 3.3 V 或 5 V DSP 或
微控制器，输出芯片连接到高压侧。 

轨到轨驱动器输出使用户能够在功率晶体管短路期间轻松钳位功率晶体管栅极电压。因此，可以避免

由于通过米勒电容的反馈而导致的短路电流的增加。此外，轨到轨输出可降低功耗。 

该设备还包含带有 /FLT 状态输出的IGBT短路保护(DESAT) 。READY状态输出用于报告设备是否已供电且

运行正常。 

 

4.2 电源 

驱动器 1ED332xMC12N 设计支持两种不同的电源配置：双极电源和单极电源。 

在双极电源中，驱动器通常由 VCC2 上的 15 V 正电压和 VEE2上的 -8 V 负压供电，请参见 图6 。负电源会阻止
动态导通。如果使用合适的负电源电压，则将 CLAMP 连接到 IGBT 栅极是多余的，因此通常不需要。 

 
图6 双极电源应用示例 

对于单极电源配置驱动器通常由 VCC2 提供15 V 的正电压。 VEE2 连接至 GND2 。 

通过有源米勒钳位功能可以防止 IGBT 的不稳定动态导通，因此CLAMP输出直接连接到 IGBT 栅极，请参考图 

7 。 
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4 功能说明 
 

 
图7 单极电源应用示例 

 

4.3 内部保护功能 
 

4.3.1 欠压锁定(UVLO) 

为了确保功率晶体管的正确切换，该器件为两个芯片配备了欠压锁定功能，参考VCC1 图8  和 VCC2 图 9 中

的欠压锁定功能框图。 

 

图8 UVLO1 
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4 功能说明 
 

 

图 9 UVLO2 

如果输入芯片的电源电压 VCC1 低于 VUVLOL1 ，则会在输入芯片断电之前向输出芯片发送关断信号。只
要 VCC1 低于上电电压 VUVLOH1 ，功率晶体管就会关闭，并且 IN+ 和 IN- 处的信号就会被忽略 。 
如果输出芯片的电源电压 VCC2 低于 VUVLOL2 ， 则功率晶体管将关闭，只要 VCC2 低于上电电压 
VUVLOH2 ，来自输入芯片的信号就会被忽略。 VEE2 不受监控，否则 0 V 到 -12 V的负电源电压范围是不可
能的。 

 

4.3.2 READY状态输出 RDY 
RDY输出显示三个内部保护功能的状态： 
• 输入芯片的UVLO 
• 输出芯片的UVLO 
• 内部信号传输 
没有必要重置RDY信号，因为其状态仅取决于前面提到的保护信号的状态。 

 

4.3.3 看门狗定时器 
正常工作期间，内部信号传输由看门狗定时器监控。如果传输在规定时间内失败，则 IGBT 关断， RDY输
出报告内部错误。 

 

4.3.4 主动关闭 
主动关闭功能可确保输出芯片未连接到电源时功率晶体管处于安全关断状态。功率晶体管栅极通过OUT或
OUTL钳位至VEE2 。 

 

4.4 同相和反相输入 
IGBT 的控制输入模式有两种。在同相模式下， IN+ 控制驱动器输出， IN- 设置为低电平。在反相模式
下， IN- 控制驱动器输出， IN+ 设置为高电平，如 图 10 所示 。 
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4 功能说明 

 

 

图 10 典型开关行为 

定义最小输入脉冲宽度来过滤偶尔出现的毛刺。 

输入信号改变后，输出将在传播延迟时间后做出反应。图11 显示了传播延迟时间和输出电压的上升和下降

时间。 

 

图11 传播延迟时间 

 

4.5 驱动器输出 

输出驱动器部分仅使用 MOSFET 来提供轨到轨输出。只要驱动器电源稳定，此功能就可以在导通和短
路期间保持对栅极电压的严格控制。由于内部电压降较低，IGBT 的开关行为主要由栅极电阻控制。
此外，它还降低了驱动器消耗的功率。 

4.6 外部保护功能 

4.6.1 短路保护 (DESAT) 

短路保护 (DESAT) 可在短路期间保护 IGBT。当 DESAT 电压上升至 9 V 时，输出将被拉低。此外， 在 DESAT 

至/FLT 关闭延迟后，/FLT 输出将被激活 ，参见 图 12 用于在 DESAT 事件后关闭。 
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4 功能说明 

 

 

图 12 DESAT 硬关断行为 

图13 展示了软关断行为。 

 

图 13 DESAT软关断行为 

消隐时间用于为 IGBT 饱和提供足够的时间。消隐时间由高精度内部电流源和外部电容器提供。 

4.6.2 有源米勒钳位 

在半桥配置中，关闭的功率晶体管倾向于在相反的功率晶体管导通阶段动态导通。在这种高 dV/dt 情况
下，米勒钳位允许米勒电流通过低阻抗路径吸收。因此，在许多应用中，使用负电源电压可以 

避免这种情况。关断期间，栅极电压受到监控，当栅极电压低于典型值 2 V（相对于 VEE2 ） 时，  CLAMP

输出激活。  CLAMP 设计上有高达 2 A 的米勒电流 。 
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4 功能说明 
 

4.6.3 短路钳位 

短路时，功率晶体管栅极电压由于米勒电容的反馈而趋于上升。连接到OUT和CLAMP的附加内部保护
电路将此电压限制在略高于电源电压的水平。最大500 mA的电流可以通过其中一条路径反馈到电源，
持续10 μs 。如果预期电流更大或需要更严格的钳位，可以添加外部肖特基二极管。 

 

4.7 复位 

复位输入有两个功能： 

复位 /RST 引脚负责复位 /FLT 输出。如果 /RST 保持低电平的时间超过给定时间， /FLT 将在 /RST 上升沿被清

除 ，参见 图 12 或 图 13 否则，它将保持不变。 

 只有在外部功率晶体管的栅极完全放电并关闭后，才应执行 DESAT 事件后的复位（ /RST = tRST内的低电

平 ）。 

复位/RST作为输入逻辑的启用/关闭，参考图 10 。 
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5 电气参数 

5 电气参数 

5.1 绝对最大额定值 
表 4 绝对最大额定值 

此处定义了绝对最大额定值，如果超过规定值，则可能会导致集成电路损坏。 
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

Positive power supply output 
side voltage 

VVCC2 - 0.3  40 V 1) 

Negative power supply output 
side voltage 

VVEE2 - 22  0.3 V 1) 

Maximum power supply voltage 
difference output side 

Vmax2 - 0.3  40 V 2) 

Gate driver output voltage VOUT VVEE2 
- 0.3 

 VVCC2 
+ 0.3 

V 1) , 1ED3323 

Gate driver output voltage VOUTH, VOUTL VVEE2 
- 0.3 

 VVCC2 
+ 0.3 

V 1) , 1ED3320, 1ED3321, 
1ED3322 

Gate driver output difference VOUTH-OUTL -40  40 V 1D3320, 1ED3321, 1ED3322 

Gate driver output current IOUT -9  9 A 3) , 4) , 1ED3323 

Gate driver output current IOUTH, IOUTL -5  5 A  
3) , 4) , 1ED3320 

Gate driver output current IOUTH, IOUTL -9  9 A  
3) , 4) , 1ED3321, 1ED3322 

CLAMP voltage VCLAMP VVEE2 
- 0.3 

 VVCC2 
+ 0.3 

V 1) 

CLAMP to gate driver output 
difference 

VOUTH-CLAMP, 
VOUTL-CLAMP 

-40  40 V 1D3320, 1ED3321, 1ED3322 

CLAMP to gate driver output 
difference 

VOUT-CLAMP -40  40 V 1ED3323 

CLAMP output current ICLAMP -4.5  4.5 A 3) , 4) 

Short circuit clamping time tCPL 
  10 µs ICLAMP = 0.5 A, VCLAMP < 2 V, 

IOUT = 0.5 A, VOUT < 2 V, 4) 

DESAT voltage VDESAT - 0.3  VVCC2 
+ 0.3 

V 1) , IDESAT limited ≤ 5 mA , 4) 

Positive power supply voltage 
input side 

VVCC1 - 0.3  7 V 5) 

Logic input voltages IN+, IN-, /RST VLogicIN - 0.3  VVCC1 
+ 0.3 

V 5) 

Open drain logic output voltage / 
FLT, RDY 

VFLT, VRDY - 0.3  VVCC1 
+ 0.3 

V open drain output in high 
state, 5) 

Open drain output current 
/FLT, RDY 

IFLT, IRDY 
  10 mA open drain output in low 

state, output voltage <= VVCC1 

（表格续下页……） 
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5 电气参数 
 
 

表 4 （续）绝对最大额定值 

此处定义了绝对最大额定值，如果超过规定值，则可能会导致集成电路损坏。 
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

Input to output offset voltage VOFFSET -  2300 V VVEE2,max - VVEE2,min with 
VVEE2,max ≥ VGND1 ≥ VVEE2,min, 6)

 

Junction temperature TJ -40  150 °C  

Storage temperature TST -55  150 °C  

Power dissipation input part PDIN   100 mW @ TA = 85°C 

Power dissipation output 
part DSO-16 wide body 

PDOUT-16 
  810 mW @TA = 85°C, JEDEC 2s2p no 

cooling, Package DSO-
16 wide body 

ESD capability HBM model VESDHBM -4  +4 kV HBM model according ANSI/ 
ESDA/JEDEC JS-001 
(discharge 100 pF capacitor 
through 1.5 kOhm series 
resistor) 

ESD capability CDM model ESD_CDM  TC 
1500 

  Charged device model 7) 

Maximum switching frequency fSW   1 MHz  

1) 相对于GND2 
2) 相对于VEE2 
3) t = 1 µs 开启，5 µs 周期，受最大功耗限制 
4) 参数无需经过生产测试 - 通过设计/特性验证 
5) 相对于GND1 
6) 仅用于功能操作 
7) 根据 ANSI/ESDA/JEDEC-JS-002-2014（TC = 测试条件，单位：伏特） 

 

 

5.2 热参数 
表5 热参数 

热性能可能会随着附近器件的布局和散热而发生显著变化。 
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

Thermal resistance junction to 
ambient DSO-16 wide body 
JEDEC 1s0p PCB with cooling 

RTHJAwc 
 86.7  K/W @TA = 85 °C, PDIN = 100 mW, 

PDOUT = 650 mW, JEDEC 1s0p 
PCB, DSO-16 wide body with 
cooling 

Thermal resistance junction to 
ambient DSO-16 wide body 
JEDEC 2s2p PCB no cooling 

RTHJAnc 
 71.4  K/W @TA = 85 °C, PDIN = 100 mW, 

PDOUT = 810 mW, JEDEC 2s2p 
PCB, DSO-16 wide body no 
cooling 

（表格续下页……） 
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5 电气参数 
 
 

表 5 （续）热参数 

热性能可能会随着附近器件的布局和散热而发生显著变化。 
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

Characterization parameter 
junction to package DSO-16 
wide body JEDEC 1s0p PCB with 
cooling 

ΨJTwc 
 9.82  K/W @TA = 85 °C, PDIN = 100 mW, 

PDOUT = 650 mW, JEDEC 1s0p, 
DSO-16 wide body with 
cooling 

Characterization parameter 
junction to package DSO-16 wide 
body JEDEC 2s2p PCB no cooling 

ΨJTnc 
 9.93  K/W @TA = 85 °C, PDIN = 100 mW, 

PDOUT = 81 mW, JEDEC 2s2p 
PCB, DSO-16 wide body no 
cooling 

 

5.3 工作参数 

表6 工作参数 

在工作范围内，IC按照功能描述和电气特性中所述运行。 
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

Positive power supply output side VVCC2 VUVLO 
H2 

 35 V 1) 

Negative power supply output 
side 

VVEE2 -20  0 V 1) 

Power supply difference 
output side 

Vmax2 
2)  35 V Vmax2 = VVCC2 - VVEE2 

Power supply input side VVCC1 VUVLO 
H1 

 5.5 V 3) 

Logic input voltages VLogicIN -0.3  VVCC1 V 3) 

CLAMP voltage VCLAMP VVEE2 
- 0.3 

 VVCC2 
+ 0.3 

V 1) 

DESAT voltage VDESAT -0.3  VVCC2 
+ 0.3 

V 1) 

Ambient temperature TA -40  125 °C  

Operating junction temperature TJop -40  150 °C  

Common Mode Transient 
Immunity 

CMTI -300  300 kV/µs @ VISO = 1.5 kV, 4) 

1) 相对于GND2 
2) VUVLOH2+(VGND2-VVEE2) 
3) 相对于GND1 

4) 参数无需经过生产测试 - 通过设计/特性验证 
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5 电气参数 
 

5.4 电气特性 

除非另有说明，电气特性包括工作参数和默认参数设置下的电源电压、负载和结温TJop 的数值范围。典
型值表示 TA = 25°C 时的中值。 

5.4.1 电源 
表 7 电源 

 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

UVLO threshold input side (on) VUVLOH1   3.1 V VVCC1-VGND1 

UVLO threshold input side (off) VUVLOL1 2.5   V VVCC1-VGND1 

UVLO hysteresis input side VHYS1 0.1 0.2  V VUVLOH1- VUVLOL1 

UVLO threshold output side (on) VUVLOH2 
 12.0 12.6 V VVCC2-VGND2, 1D3320, 

1ED3321, 1ED3323 

UVLO threshold output side (on) VULVOH2  13.6 14.2 V VVCC2-VGND2, 1ED3322 

UVLO threshold output side (off) VUVLOL2 10.4 11.0  V VVCC2-VGND2, 1ED3320, 
1ED3321, 1ED3323 

UVLO threshold output side (off) VUVLOL2 11.9 12.6  V VVCC2-VGND2, 1ED3322 

UVLO hysteresis output side VHYS2 0.6 0.9  V VUVLOH2- VUVLOL2 

Quiescent current input side IQ1  1.1 3 mA 1) 

Quiescent current output side IQ2  2 3 mA 1) 

1)  VVCC1 = 5 V、 VVCC2 = 15 V、 VVEE2 = - 8 V、 IN+ = 高、 IN- = 低、 OUT = 高、 RDY = 高、 /FLT = 高、 VDESAT = 0 V 
 

 

5.4.2 逻辑输入和输出 
表8 逻辑输入和输出 

 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

Digital input low threshold 
voltage IN+, IN-, /RST 

VIN+L, VIN-L, 
VRST-L 

0.3 * 
VVCC1 

  V  

Digital input high threshold 
voltage IN+, IN-, /RST 

VIN+H, VIN-H, 
VRST-H 

  0.7 * 
VVCC1 

V  

Digital input current IN-, /RST IIN-, IRST -200  -40 µA VIN- = GND1, VRST = GND1 

Digital input current IN+ IIN+ 40  200 µA VIN+ = VVCC1 

Digital pull up current RDY, /FLT IPRDY, IPFLT -400 -100  µA VRDY = GND1, VFLT = GND1 

/FLT Low Voltage VFLTL   300 mV ISINK(FLT) = 5 mA, 1)
 

RDY Low Voltage VRDYL   300 mV ISINK(RDY) = 5 mA, 1)
 

1) 连接到RDY或/FLT的负载电容应低于22 nF。 
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5 电气参数 
 

5.4.3 栅极驱动器 

表 9 栅极驱动器 
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

High level output peak current IOUTH 4 6  A 1) 1ED3321, 1ED3322, 
1ED3323, 6) 

High level output peak current IOUTH 2 3.3  A 2) 1ED3320, 6) 

High level output on resistance RDSON,H 0.5 0.79 1.3 Ω IOUTH = 0.1 A, 1ED3321, 
1ED3322, 1ED3323 

High level output on resistance RDSON,H 0.9 1.4 2.35 Ω IOUTH = 0.1 A, 1ED3320 

High side sink current IOUT+,sink 
  30 µA IN+ = low or IN- = high, VVCC2 = 

15 V, VVEE2 = -8 V, VOUTH = 15 
V, 3) 

Low level output peak current IOUTL 4 8.5  A 4) 1ED3321, 1ED3322, 
1ED3323, 6) 

Low level output peak current IOUTL 2 6  A 5) 1ED3320, 6) 

Low level output on resistance RDSON,L 0.35 0.51 0.85 Ω IOUTL = 0.1 A, 1ED3321, 
1ED3322, 1ED3323 

Low level output on resistance RDSON,L 0.6 0.89 1.4 Ω IOUTL = 0.1 A, 1ED3320 

Soft-off sink current IOUTLF 
 230  mA after DESAT detected, VOUTH - 

VVEE2 > VCLAMP 

Soft-off watchdog time tWDSoftoff 5  9 µs DESAT with soft-off activated, 
OUTH or CLAMP above miller 
clamp voltage 

Short circuit clamp voltage 
OUTH / VCC2 

VCLP_OUTH 
 1 1.5 V Path off, IOUTH = 500 mA, 

t < 10 μs, 1D3320, 1ED3321, 
1ED3322, 6) 

Short circuit clamp voltage 
OUTL / VCC2 

VCLP_OUTL 
 1.6 2 V Path off, IOUTL = 500 mA, t < 10 

μs, 1D3320, 1ED3321, 
1ED3322, 6) 

Short circuit clamp voltage OUT / 
VCC2 

VCLP_OUT 
 1 1.5 V Path off, IOUT = 500 mA, t < 10 

μs, 1ED3323, 6) 

1) IN+ = 高， IN- = 低， VOUT = VVCC2 - 15 V， VVCC2 = 15 V，负载条件CL = 100 nF， RL = 0.1 Ohm， 

2) IN+ = 高， IN- = 低， VOUT = VVCC2 - 15 V， VVCC2 = 15 V，负载条件CL = 100 nF， RL = 0.1 Ohm， 

3) 相对于GND2 

4) IN+ = 低， IN- = 低， OUT = VVEE2 + 15 V， VVCC2 = 15 V，负载条件CL = 100 nF， RL = 0.1 Ohm 

5) IN+ = 低， IN- = 低， OUT = VVEE2 + 15 V， VVCC2 = 15 V，负载条件CL = 100 nF， RL = 0.1 Ohm 

6) 参数无需经过生产测试 - 通过设计/特性验证 
 



EiceDRIVER™ 1ED332xMC12N 增强型 (1ED-F3) 
数据手册 

数据手册 1.03 
2024-04-17 

23 

  

   

 

5 电气参数 
 

5.4.4 有源米勒钳位 
表 10 有源米勒钳位 

 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

Low level clamp current ICLAMP,L 2 3  A VCLAMP = 1.5 V, VVCC2 = 15 V, 
VVEE2 = 0 V, Rg = 0.1 Ω, Cg = 
1 µF, 1) 

Low level clamp on resistance RDSON,CLP 0.4 0.6 1.0 Ω IOUTL = 0.1 A 

Clamp threshold voltage VCLAMP 1.6 2.1 2.4 V  
in respect to VEE2 

Clamp activation time tCLPDLY   80 ns VCLAMP ≤ VCLAMPth 

Short circuit clamp voltage 
CLAMP / VCC2 

VCLP 
 1.8 2 V Path off, ICLAMP = 500 mA, 

t < 10 μs, 1) 

1) 参数无需经过生产测试 - 通过设计/特性验证 
 

 

5.4.5 动态特性 
表 11 动态特性 

 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

Input IN+, IN-, /RST to output 
propagation delay on 

tPDON 74 80 84 ns CLOAD = 100 pF, VIN+ = 70 %, 
VOUT = 20 %, TA = 25 °C 

Input IN+, IN-, /RST to output 
propagation delay off 

tPDOFF 81 86 92 ns CLOAD = 100 pF, VIN+ = 30 %, 
VOUT = 80 %, TA = 25 °C 

Input IN+ to output propagation 
delay distortion 

|tPDDISTO|   11 ns CLOAD = 100 pF, TA = 25 °C 

Input IN-, /RST to output 
propagation delay distortion 

|tPDDISTO|   17 ns CLOAD = 100 pF, TA = 25 °C 

Input IN+, IN-, /RST pulse 
suppression time (filter time) 

tINFLT 29 35 41 ns shorter pulses will not 
propagate to the output 

Input IN+, IN-, /RST to output 
propagation delay on variation 
due to temperature 

|tPDONt|   15 ns CLOAD = 100 pF, 1) 

Input IN+, IN-, /RST to output 
propagation delay off variation 
due to temperature 

tPDOFFt 
  15 ns CLOAD = 100 pF, 1) 

Input IN+ to output propagation 
delay distortion variation due to 
temperature 

tPDISTOt 
  13 ns CLOAD = 100 pF, 1) 

Input IN-, /RST to output 
propagation delay distortion 
variation due to temperature 

tPDISTOt 
  17 ns CLOAD = 100 pF, 1) 

（表格续下页……） 
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5 电气参数 

 

表 11 （续） 动态特性 
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

Input IN+, IN-, /RST to output 
propagation delay variation 
part to part 

|tPD,P2P|   15 ns CLOAD = 100 pF, Same TA, 
slopes and supply voltages 

Rise time 1 trise1 
 15 20 ns CLOAD = 1 nF, VL 20 %, VH 80 %, 

VVCC2 = 15 V, VVEE2 = GND2 = 0 V 

Rise time 2 trise2 
 10 15 ns CLOAD = 100 pF, VL 20%, VH 

80%, VCCC2 = 15 V, VVEE2 = 
GND2 = 0 V, 1) 

Rise time 3 trise3 
 300  ns CLOAD = 100 nF, 0.1 Ohm, VL 

20%, VH 80%, VVCC2 = 15 V, VVEE2 

= GND2 = 0 V, 1ED3321, 
1ED3322, 1ED3323, 1) 

Rise time 4 trise4 
 530  ns CLOAD = 100 nF, 0.1 Ohm, VL 

20%, VH 80%, VVCC2 = 15 V, VVEE2 

= GND2 = 0 V, 1ED3320, 1) 

Fall time 1 tfall1 
 15 20 ns CLOAD = 1 nF, VL 20%, VH 80%, 

VVCC2 = 15 V, VVEE2 = GND2 = 0 V 

Fall time 2 tfall2 
 10 15 ns CLOAD = 100 pF, VL 20%, VH 

80%, VVCC2 = 15 V, VVEE2 = 
GND2 = 0 V, 1) 

Fall time 3 tfall3 
 234  ns CLOAD = 100 nF, 0.1 Ohm, VL 

20%, VH 80%, VVCC2 = 15 V, VVEE2 

= GND2 = 0 V, 1ED3321, 
1ED3322, 1ED3323, 1) 

Fall time 4 tfall4 
 370  ns CLOAD = 100 nF, 0.1 Ohm, VL 

20%, VH 80%, VVCC2 = 15 V, VVEE2 

= GND2 = 0 V, 1ED3320, 1) 

1) 参数无需经过生产测试 - 通过设计/特性验证 
 

5.4.6 退饱和保护 
表 12 退饱和保护 

 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

Blanking capacitor charge 
current 

IDESATC 438 510 582 µA VVCC2 = 15 V, VVEE2 = 
GND2, VDESAT-VGND2 = 2 V 

Blanking capacitor 
discharge current 

IDESATD 90 150  mA VVCC2 = 15 V, VVEE2 = GND2, VDESAT 
- VGND2 = 6 V 

Desaturation reference level VDESATth 8.5 9 9.5 V VVCC2 = 15 V, in respect to 
GND2 

（表格续下页……） 
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5 电气参数 
 
 

表 12 （续） 退饱和保护 
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

Pulse suppression filter time tDESATfilter  250  ns 1) 

Desaturation sense to out low 
delay 

tDESATOUT 
 350 430 ns VOUT = 90 %, COUT = 1 nF, OUT 

= OUTH + OUTL 
shorted, 1ED3322, 1ED3323 

Desaturation sense to out low 
delay 

tDESATOUT_SO 
 380 500 ns VOUT = 90 %, COUT = 1 nF, OUT 

= OUTH + OUTL 
shorted, 1ED3320, 1ED3321 

Desaturation out slope with 
capacitive load 

tDESATOUT_CL 
_SO 

1 3.5 6 us VVCC2 = 15 V, VVEE2 = 0 V, VOUT = 
10 %, COUT = 47 nF, OUTH 
tied to OUTL, VCLAMP = 5 V, 
1ED3320, 1ED3321 

Desaturation sense to flt low 
delay 

tDESATFLT 
  2.25 µs VFLTL = 10 %, IFLT = 5 mA 

Desaturation low voltage VDESATL 0.25 0.5 0.95 V IN+ = Low, IN- = Low, OUT(H,L) 
= Low, IDESAT = 70 mA 

Leading edge blanking tDESATleb 280 400 500 ns  

Pulse width /rst for resetting /flt tRST 800   ns  

Short circuit clamp voltage desat/ 
vcc2 

VCLP_DESAT 
 1.4 1.6 V Path off, IDESAT = 500 mA, t 

< 10 μs, 1) 

1) 参数无需经过生产测试 - 通过设计/特性验证 
 

 

5.4.7 主动关闭 

表13 主动关闭 
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition 
Min. Typ. Max. 

Active shut down voltage VACTSD  2 2.6 V IOUT = 200 mA; VVCC2 = open 
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6 DSO-16 宽体封装的绝缘特性（IEC 60747-17、UL 1577） 

6 DSO-16 宽体封装的绝缘特性（IEC 60747-17、UL 
1577） 

该耦合器仅适用于给定安全等级内的额定绝缘。应通过适当的保护电路确保符合安全额定值。 

表14 DSO-16宽体封装绝缘规范 

安全限值 

封装特定的绝缘特性 

External clearance CLR > 8 mm 

External creepage CPG > 8 mm 

Comparative tracking index CTI > 400 – 

Isolation capacitance CIO 1.4 pF 
加强绝缘符合 IEC 60747-17 标准（证书编号：40055138) 
Installation classification per EN 60664-1, Table 1 
for rated mains voltage ≤ 150 V (rms) 
for rated mains voltage ≤ 300 V (rms) 
for rated mains voltage ≤ 600 V (rms) 
for rated mains voltage ≤1000 V (rms) 

  
I-IV 
I-IV 
I-III 
I-II 

– 

Climatic classification  40/125/21 – 

Pollution degree (EN 60664-1)  2 – 

Apparent charge, method a 
Vpd(ini),a = VIOTM, Vpd(m) = 1.6 × VIORM, tini = 1 min, tm = 10 s 

qpd <5 pC 

Apparent charge, method b 
Vpd(ini),b = VIOTM × 1.2, Vpd(m) = 1.875 × VIORM, tini = 1 s, tm = 1 s 

qpd <5 pC 

Isolation resistance at TA,max; VIO = 500 VDC, TA = 125 °C RIO >1011 Ω 
Isolation resistance at TS; VIO = 500 VDC, TS = 150 °C RIO_S >109 Ω 
Maximum rated transient isolation voltage VIOTM 8000 V (peak) 

Maximum repetitive isolation voltage VIORM 1767 V (peak) 

Maximum working isolation voltage VIOWM 1249 V (rms) 

Impulse voltage VIMP 8000 V (peak) 

Maximum surge isolation voltage for reinforced isolation 
VTEST ≥ VIMP × 1.3 

VIOSM 11000 V (peak) 

获得 UL 1577 认证（文件 E311313） 
Insulation withstand voltage (60 s) VISO 5700 V (rms) 

Insulation test voltage (1 s) VISO,TEST 6840 V (rms) 

1) IC输入侧功耗在141°C以上11.53 mW/°C时线性降低 

2) IC输出侧功耗在25°C以上8.98mW/°C时线性降低 
 

Description Symbol Characteristic Unit 
 

Maximum ambient safety temperature TS 150 °C 

Maximum input-side power dissipation at TA = 25°C1) PSI 100 mW 

Maximum output-side power dissipation at TA = 25°C2) PSO 810 mW 
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7 封装外形 

7 封装外形 

 

图14 DSO-16宽体（塑料（绿色）双小外形封装） 
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7 封装外形 
 

 

图 15 封装 
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8 应用笔记 

 

8 应用笔记 

8.1 热数据参考布局 
PCB布局如图16 所示表示用于热特性的参考布局。引脚 9 和 16 (GND1) 以及引脚 1 和 8 (VEE2) 需要接地层
连接，以实现最大功率耗散。1ED332xMC12N 的设计目标是通过这些引脚耗散大部分产生的热量。 

 

图16  热数据参考布局（铜厚102μ m） 

8.2 印刷电路板指南 
为了实现最佳 PCB 布局，应考虑以下因素。 
• 高压隔离侧与低压侧电路之间应保持足够的间距。 
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8 应用笔记 

 
• PCB 的两个相邻高端隔离部分之间应保持相同的最小距离，以增加有效隔离并减少寄生
耦合。 

• 为了确保低电源纹波和干净的开关信号，旁路电容走线长度应尽可能短。 
• 直流电容应尽可能靠近VEE2和GND2 、引脚 1 和 3。 
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9 修订记录 

 

9 修订记录 
 

修订记录 

Page or item Subjects (major changes since previous revision) 

修订版 1.00，2021-11-18 

All Initial version 

修订版 1.01，2021-12-14 

page 1, 2 update device information 

Table 7 UVLO names updated 

修订版 1.02, 2023-05-09 

page 1 Updated the VDE 0884-11 certificate information 

page 7 Updated the related products 

Table 15 Pending status of the VDE0884-11 certification deleted and added insulation capacitance 
parameter 

Figure 10 Correction of OUTH parameter name 

Figure 11 Correction of VIN+ threshold levels 

修订版 1.03，2024-04-17 

page 1 Updated the certification information 

page 2 Updated the package marking information 

page 26 Updated the certification information from VDE 0884-11 to IEC 60747-17 
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